
Transistor de Unión Bipolar (BJT) 

 

La flecha de emisor indica el sentido de circulación de corriente, cuando la juntura 

emisor-base está polarizada directamente. 

Si polarizamos individualmente las junturas podemos pensar en diodos conectados 

como sigue: 

 

(a)                                                                             (b) 

Mediciones con el tester por ej. la función de Ohmetro para el caso (a): 

 



Tipos de Encapsulados 

 

 

 

 

 

 

 



Para el funcionamiento del transistor hay tres características importantes: 

1- El cristal de la BASE está menos dopado que los otros. 

2- El cristal de BASE es mucho más delgado que el de EMISOR y COLECTOR. 

3- La juntura de emisor siempre se polariza directamente y la de colector 

iversamente. 

Movimiento de portadores y corrientes al ser polarizadas ambas junturas: 

 

               donde InE << IpE   por estar menos dopada la base, por lo 

tanto despreciamos la InE 

⇒           

                donde IC0 << IpC1   por lo tanto despreciable 

IC0 es la corriente de saturación inversa de la juntura de coolector (corriente de 

portadores minoritarios, pares e-h térmicos) 

⇒            

               con          (0,95< α < 0,999) 



            donde   expresa la fracción de portadores mayoritarios (huecos) que 

salen del emisor y llegan al colector 

   Representaría la ganancia de corriente en base común (AiB), que en realidad es 

una atenuación, porque es menor que la unidad. 

Ecuación general del Transistor:                      

                            

             

                            ⇒                              

 

Configuraciones 

Si pensamos al transistor como un cuadripolo que posee dos bornes de 

entrada y dos de salida; y como este posee tres terminales uno deberá ser 

común a la entrada y la salida. Entonces tendremos tres configuraciones 

posibles: 

 BASE COMÚN 

 EMISOR COMÚN 

 COLECTOR COMÚN 

Configuración en BASE COMÚN 

  

 



Si  varía la tensión en la entrada                      

También varía la corriente de entrada                        

       
    

   
        

         
    

   
 

              

Como la corriente de salida depende de la de entrada, la corriente de salida varía:    

                 

y por lo tanto la tensión de salida:                          

Llamamos ganancia de tensión a la relación del cambio de la tensión de salida 

respecto del cambio en la tensión de entrada:      
     

     
 

    
     

     
   

        
    
   

     
      ⇒    

        
   

   
    TRANSference reSISTOR  = Resistencia de Transferencia 

Avb >>1  cuando RL >> rBE 

Ganancia de Potencia:                       
   

   
     

   

   
  

Curvas características del transistor 

Característica de entrada en base común:                 



 

 

 

Característica de salida en base común:               

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo de funcionamiento de un transistor en base común 

Vγ = 0,7 V;     rBE = 100 Ω;   α = 0,99 

RE = 50 Ω ; RC = 3 KΩ ;  VCC = 75 V 

 

 

 

 

 

 

 

Para una tensión de entrada Vi = 3 V 

   
     

       
 

     

       
  

     

     
          

                                  

                            

 

                                 

                                   

                               

 

                               

 

Para una tensión de entrada Vi = 4 V 

   
     

       
 

     

       
  

     

     
       

                              

                        



 

                              

                                   

                              

 

                           

 

Para una variación de la tensión de entrada: ΔVi = 4 - 3 = 1 V 

En los bornes de entrada del Transistor: ΔVEB = 2,9 – 2,233 = 0,66 V 

En los bornes de salida del Transistor: ΔVCB = - 9,66 - ( -29,46) = 19,8 V 

 

La ganancia de tensión en base común será:     
    

    
  

      

      
      

Ganancia que se podría calcular como fue demostrado: 

        
   

   
         

    

   
      

 

Ahora suponemos que la tensión de entrada está compuesta por una 

tensión continua de polarización VEE = 3 V y una tensión alterna de 2 Vpp y 

1 KHz que representa la tensión de señal que queremos amplificar. 

Representar vEB = f (t) ;vCB = f (t) y vC = f (t) 

 



Vimax = VEE + Vp = 3 + 1 = 4 V 

Vimed = VEE + 0 = 3 + 0 = 3 V 

Vimin = VEE – Vp = 3 - 1 = 2 V 

 

Faltaría el análisis de la condición de tensión de entrada mínima. Los otros 

ya se hicieron anteriormente. 

Entonces para Vimin = 2 V 

   
     

       
 

     

       
  

     

     
         

                                  

                            

 

                               

                                  

                                

 

                              

 

Para una variación de la tensión de entrada: ΔVi = 4 - 2 = 2 V 

En los bornes de entrada del Transistor: ΔVEB = 2,9 – 1,566 = 1,33 V 

En los bornes de salida del Transistor: ΔVCB = - 9,66 - ( - 49,266) = 39,60 V 

Sobre la resistencia de colector (resistencia de carga): ΔVC = 65,34 – 25,74) = 

= 39,60 V 

 

La ganancia de tensión en base común será:     
    

    
  

       

      
      

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Configuración en EMISOR COMÚN 

 

Ecuación del transistor en Emisor Común:  

Considerando al transistor como un nudo                ( ) 

En esta configuración la corriente de entrada es IB y la de salida IC 

Recordando la ecuación para Base Común:                      ( ) 

Despejamos IE para reemplazarla en ( ): 

    
       

 
 

 

       

 
          ⇒                          ⇒                       

                      ⇒                      ⇒   

      
 

      
    

 

      
     

                     

Con      
 

      
   ganancia de corriente en Emisor Común 

Por ej., para el transistor utilizado anteriormente con α = 0,99, el    
    

         
  = 99   

 

 



Característica de entrada en emisor común:                 

 

Característica de salida en emisor común:                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región de 

Saturación 

Región 

de Corte 

Región Activa 

Q 

Punto de reposo 



 

Vi = 4 V  ;  RE = 12 KΩ   ;  RC = 300 Ω  

;  VCC = 12 V  ;  

β = 100 ;  Vγ = 0,7 V  ;  rBE = 100 Ω 

 

 

 

 

   
      

       
  

      

          
  

     

       
                 

                          = 3,274 V 

                           

 

                               

                         = 8,18 V 

                           

 

Autopolarización 

VCC = 30V ; RC = 5 KΩ ; RB = 1MΩ ;  β      

 



   
       
       

                         ⇒     
       

  
 

   
           

    
  

      

    
         

          

                             ⇒                 ⇒              

                                 

                      ⇒              

 

 

 

 

 

 

 



Circuito amplificador Básico en Emisor Común 

 

Los capacitores C1 y C2 son capacitores de ACOPLAMIENTO, bloquean la corriente continua hacia la 

fuente y hacia la carga. 

RB1 y RB2 constituye un PUENTE DIVISOR POTENCIOMÉTRICO cuyo objetivo es hacer invariable la 

tensión de reposo de polarización de base. Para este cometido la corriente del puente debe ser 

bastante mayor que la corriente de base  (IP ≈ 10 . IB). 

La RE es una resistencia de ESTABILIDAD TÉRMICA del transistor en esta configuración, del valor más 

bajo posible, que evita el enbalamiento térmico del mismo. 

C3 es un capacitor de DESACOPLO, deriva la corriente alterna amplificada evitando que sea atenuada 

por RE. 

 



 



 



 


